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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究では、次世代半導体材料に適用可能な高誘電材料の開発を目的としている。
半導体材料としてはGaNをはじめとしたワイドバンドギャップ半導体を用いて、コ
ンビナトリアル手法を用いて作製した組成傾斜、作製条件傾斜された高誘電体絶縁
膜薄膜試料で金属／絶縁体／半導体(MIS)構造を用いた試料及び、パッシブ素子材
料として高温で安定な高誘電体薄膜キャパシタ試料の電気的特性と界面の構造評価
から新規材料の有効性について検討を行う。

実験
Experimental

試料作製はARIM設備で、大口径基板からの成膜用試料の切り出しを行い、利用者
の 実験室で物理蒸着法を 用いて誘 電 体、半 導 体 薄 膜試料 を作製し た。その
後、ARIM設備を用いて物理、光学膜厚・密度評価と界面の結合評価を光電子分光
手法で実施した後にキャパシタ構造評価素子の電極を形成し、利用者の実験室で電
気特性評価を実施した。

結果と考察
Results and Discussion

積層ペロブスカイト構造を有する結晶薄膜で配向性の制御を実現し、高誘電率を実
現した。一方でキャパシタ素子としての高温領域での誘電率と漏れ電流安定性では
誘電率の安定性は得られたが150℃前後から漏れ電流の増加傾向が確認され、目標
とする300℃での安定性の向上には粒構造と漏れ電流の相関の理解とその改善が必
要であることが明らかとなった。
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図1 作製した薄膜キャパシタ試料の誘電率の温度依存性評価例
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